System-Nr. 60: Kupfer. Teil D (Elektrische Eigenschaften der
Kupferoxide), 1963, 1V, X, 168 Sziten mit 136 Abb., Ganz-
leinen DM 134.—. Bearbeitet von W. A. v. Meyeren und
H.-G. Wuttke.

152 Seiten mit 126 Abb. sind dem Kupfer(I)-oxid und 16 Sei-
ten mit 10 Abb. dem Kupfer(l])-oxid gewidmet. Behandelt
wird neben dem eigentlichen elektrischen auch das thermo-
und lichtelektrische Verhalten. Die Besprechung des Kup-
fer(11)-oxids ist etwas unmotiviert mitten zwischen die Aus-
fithrungen iiber das Kupfer(I)-oxid eingeschachtelt, noch da-
zu drucktechnisch mit einer Uberschrift, die infolge ihrer
BuchstabengrofBle alles Folgende entgegen dem wahren Sach-
verhalt als Unterkapitel des Kapitels ,,Kupfer(Il)-oxid* er-
scheinen 14Bt. Es wiire hier zweckméfBiger gewesen, den kur-
zen CuO-Abschnitt erst im AnschluB3 an die vollstindige Be-
sprechung des CuzO als SchluBkapitel der Lieferung D an-
zufiigen.

Die Angaben iiber das Kupfer(I)-oxid unterteilen sich —
abgesehen von Ausfilhrungen iiber allgemeine elektrische
Daten (wie Dielektrizitatskonstante und Kontaktpotential)
iiber das thermoelektrische Verhalten (Thermokraft, Pel-
tierwiirme) sowie iiber das lichtelektrische Verhalten (duBe-
rer und innerer Photoeffekt) — in zwei Teilkapitel: ,,Elek-
trische Leitfihigkeit von Kupfer(I)-oxid mit homogener
Storstellenverteilung® (59 S.) und ,,Elektrische Leitfihigkeit
von Kupfer(I)-oxid mit inhomogener Storstellenverteilung*
(76 S.).

Das erste Teilkapitel (homogene Storstellenverteilung) be-
handelt Untersuchungen, die in den letzten Jahrzehnten fiir
die Entwicklung der Halbleitertheoric und -technik ent-
scheidend waren, da Cu;O — oder CuxO (x << 2) — gegen-
iiber Se (der zweiten Standardsubstanz fiir die Erforschung
der Halbleiter), relativ einfach aus einem leicht in sehr hoher
Reinheit darstellbaren Metall gewonnen werden kaan. Die
Bedeutung wird auch dadurch nicht geschmilert, daB im
letzten Weltkrieg Se und CuxO ihre Rolle als Standard-Halb-
leiter vorwiegend an Ge und Si abtreten mufBiten. Zunichst
wird die elektrische Leitfihigkeit bei Raumtemperatur und
bei hoher und tiefer Temperatur besprochen, wobei u. a.
auf die Knickpunkte und sonstigen Anomalien der Leit-
fihigkeits-Temperatur-Kurve, auf die mathematische Wie-
dergabe der Temperaturabhéngigkeit und auf die Anwen-
dung der Temperaturabhingigkeit (Widerstandsthermome-
ter, Hochohmbolometer, HeiBleiter) eingegangen wird.
Einen breiten Raum nimmt dann der EinfluB der Herstel-
lungsbedingungen von CuxO auf dessen elektrische Eigen-
schaften ein: Verlauf der Oxydation von Cu zu CuxO und
CuO, Abhingigkeit der elektrischen Leitfihigkeit von ver-
schiedenen Faktoren (wie thermische Behandlung, Alterung
in Luft, Packungsdichte, KorngréBe, Schichtdicke, mecha-
nische Oberflichenbehandlung, Druckeinwirkung, umge-
bende gasformige und fliissige Medien, stochiometrische Zu-
sammensetzung, Beimengungen, Elektroden, Feldstirke),
Probleme des Durchschlagens, der Oberflachenleitfdhigkeit,
des Kontaktwiderstandes (Kohirereffekt, Mikrophoneffekt),
der magnetischen Widerstandsianderung. Den AbschluB die-
ses Teils bilden Betrachtungen iiber den elektrischen Lei-
tungsmechanismus nach dem Energiebidndermodell.

Das zweite Teitkapitel (inhomogene Storstellenverteilung) be-
faBt sich mit dem wichtigen Gebiet des Kupfer(l)-oxid-

Gleichrichters, also der Gleichrichtung von Wechselstrom
in einem Cuy0-Cu-Kontakt, einer Erscheinung, die zwar
schon vor 90 Jahren beobachtet, aber erst sehr viel spiter
technisch angewendet und theoretisch richtig gedeutet
wurde. Im einzelnen geht dieser Teil zunichst ein auf das
Verhalten von Gleichrichterplatten bei Gleich- und Wechsel-
strom, auf die Schaltungen und den Wirkungsgrad bei der
Gleichrichtung von Wechselstrom, die Belastbarkeit, die
reversiblen und irreversiblen Verinderungen wihrend der
Belastungund auf den Einflul von Feuchtigkeit, Fremdstoffen
und Herstellungsbedingungen. Es folgen wegen der prakti-
schen Bedeutung der Kupfer(I)-oxid-Gleichrichter nihere
Angaben liber dic Technologie;(Vorbehandlung des Cu und
Oxydation zu CuzO, Tempern und Abkiithlen der CuyO-
Schicht, Entfernen der CuO-Oberflichenschicht, Aufbringen
der Gegenelektrode auf die CuO-freie Cu,;O-Oberfliiche,
Schutz gegen Feuchtigkeit, Herstellung von Gleichrichter-
aggregaten), woran sich Angaben iiber die Anwendungsge-
biete (Galvanotechnik, Batterieladegerite, Strom- und Span-
nungsgerite fiir Wechselstrom, Fernsprech- und Signalan-
lagen, Rundfunktechnik) anschlieBen. SchlieBlich werden
noch Vor- und Nachteile der CuzO-Gleichrichter gegeniiber
den seit zwei Jahrzehnten vordringenden Se-Gleichrichtern
sowie Mechanismus und Theorie der Trockengleichrichtung
besprochen,

Das kurze Kapitel iiber das Kupfer(II)-oxid behandelt
analog wie im Falle des Kupfer(I)-oxids die elektrischen und
thermoelektrischen Eigenschaften und gibt dann an Hand des
Energiebindermodells eine Deutung der elektrischen Vo-
lumen- und Oberflichenleitung. —

Mit der vorliegenden Lieferung D, die die Literatur bis Ende
1959 volistindig beriicksichtigt und die wegen der Bearbei-
tung durch nur zwei (nicht stindige) Mitarbeiter des Gme-
lin-Instituts einen besonders geschlossenen, monographie-
artigen Charakter besitzt, erreicht die System-Nr. ,,Kupfer*
bereits die stattliche Zahl von 2609 Seiten und 657 Abb. (Ge-
samtpreis DM 1645.—). Dabei fehlen noch die umfangrei-
chen Biande iiber Komplexverbindungen (Teil B 3) und Le-
gierungen (Teil C) des Kupfers, wihrend bei den bisher er-
schienenen Lieferungen von Teil A (Geschichte. Vorkommen.
Das Element) und B (Verbindungen des Kupfers) schon wie-
der die Arbeiten aus anderthalb, seit dem Literaturschluf3-
termin (1949) vergangenen Jahrzehnten ihrer wissenschaft-
lichen Auswertung harren.

Wie daraus hervorgeht, wichst die Berichterstattung iiber die
einzelnen Elemente mit der Zeit in geradezu bedngstigender
Weise. Damit wird es auch immer schwerer und zeitrauben-
der, bestimmte, bei der ,,Gmelin-Einteilung des Stoffs und
bei dem zugrundegelegten ,,Gmelin-Prinzip*® der letzten
Stelle zwangsliufig auf verschiedene Abschnitte einer Sy-
stem-Nummer oder gar auf verschiedene System-Nummern
verteilte Sachverhalte rasch und liickenlos zu finden. Es
liegt daher nahe anzuregen, den einzelnen System-Nummern
nach ihrem AbschluB3 ein (einzeln beziehbares) ausfiihrliches
alphabetisches Sach- und Verbindungsregister anzufiigen, das
nicht nur auf den Text der betreffenden System-Nummer,
sondern auch auf die einschldgigen Stellen anderer System-
Nummern verweist. Daduich konnte der praktische Wert
des Gmelin-Handbuches nach Ansicht des Referenten noch

weiter erhoht werden. E. Wiberg  [NB 232]
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